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риментальный и теоретический спектры поглощения структуры Si /Si3N4
 /SiO2

 /Si /Al после термического 
отжига, а также экспериментальные спектры пропускания и отражения этой структуры. Кривая про-
пускания после небольшого подъема до 15 % в диапазоне длин волн 2–3 мкм остается на уровне 3–9 % 
во всем исследованном диапазоне длин волн. Кривая отражения не поднимается выше 30 %, а на длине 
волны 5 мкм наблюдается провал до 7 %.

Кривые поглощения, представленные на рис. 4, ведут себя схожим образом, при этом структура 
с дополнительным слоем алюминия поглощает в среднем на 10 % больше во всем исследованном диа-
пазоне длин волн. Для обоих спектров характерен пик поглощения небольшой интенсивности на длине 
волны 2,8–3,2 мкм. В диапазоне длин волн 2–3 мкм наблюдается резкий рост интенсивности поглоще-
ния (практически на 20 %): с 57 до 73 % для структуры n+-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si и с 67 до 84 % для 

структуры n+-Si /poly-Si /Si3N4
 /SiO2

 /Si /Al. В спектре поглощения структуры n+-Si /poly-Si /Si3N4
 /SiO2

 /Si /Al  
основной пик поглощения расположен в диапазоне длин волн 3,5–5,0 мкм. Этот пик имеет симмет-
ричную треугольную форму и достигает наибольшей интенсивности (87 %) на длине волны 4,3 мкм, 
после чего интенсивность поглощения падает до 75 % на длине волны 6 мкм. На длине волны около 
8 мкм наблюдается широкая полоса поглощения с небольшой интенсивностью (75 %). Затем кривая по-
глощения медленно убывает до интенсивности 55 % на длине волны 20 мкм, кроме диапазона длин волн 
8,5–9,5 мкм, где интенсивность поглощения возрастает до 74 %. В целом интенсивность поглощения 
структуры n+-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si /Al не опускается ниже 80 % в диапазоне длин волн 2,6–5,3 мкм 

и 70 % в диапазоне длин волн 2,5–9,0 мкм.
Основной пик в спектре поглощения структуры n+-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si немного сдвинут 

в более длинноволновую область относительно основного пика в спектре поглощения структуры  
n+-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si /Al. Он располагается в диапазоне длин волн 4,3–5,5 мкм и достигает наи-

большей интенсивности (75 %) на длине волны 5 мкм. После этого интенсивность поглощения резко па-
дает до 55 % на длине волны 8 мкм. Как и в спектре поглощения структуры n+-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si /Al,  

в диапазоне длин волн 8,5–9,5 мкм присутствует полоса поглощения с максимальной интенсивностью 
60 % на длине волны 9 мкм. Также полоса поглощения с небольшой интенсивностью имеется в диапазоне 
длин волн 10–13 мкм, что не наблюдается в спектре поглощения структуры n+-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si /Al.

Сравнительный анализ теоретического и экспериментального спектров поглощения структуры 
n+-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si /Al (см. рис. 4, выносной рисунок) показывает неплохую корреляцию поло-

жений пиков поглощения. Однако интенсивность поглощения в теоретическом спектре меньше прак-
тически во всем исследованном диапазоне длин волн. Это может быть связано с методикой травления, 
при которой подложка стравливается неравномерно, что и увеличивает интенсивность поглощения. 
В теоретическом спектре поглощения структуры n+-Si /poly-Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si /Al также хорошо заметны 

Рис. 4. Экспериментальные спектры поглощения  
структур Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si и Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si /Al после термического отжига.  

На выносном рисунке приведены экспериментальный (I) и теоретический (II) спектры  
поглощения структуры Si /Si3N4

 /SiO2
 /Si /Al, а также экспериментальные спектры  

отражения (III) и пропускания (IV) этой структуры
Fig. 4. Experimental absorption spectra  

of the structures Si /Si3N4
 /SiO2

 /Si and Si /Si3N4
 /SiO2

 /Si /Al after thermal annealing.  
External figure shows experimental (I) and theoretical (II) absorption spectra  

of the Si /Si3N4
 /SiO2

 /Si /Al structure, as experimental reflection (III)  
and transmission (IV) spectra of this structure


